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(54) Titie: RADIATION DETECTOR 

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSDETEKTOR 
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(57) Abstract: The invention relates to a radiation 
detector for detecting radiation with a preset spectral 
sensitivity distribution (14), which has a maximum 
sensitivity in a predetermined wavelength ?o, 
wherein the radiation detector preferably contains a 
ni-V semiconductor material and more preferably 
comprises at least one semiconductor chip (1) and 
at least one optical filter arranged downstream of 
the semiconductor chip. The semiconductor chip 
contains at least one m-V semiconductor material 
and the filter absorbs radiation with a wavelength 
that is bigger than wavelength ?o of the maximum 
sensitivity. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft 
einen Strahlungsdetektor zur Detektion von 
Strahlung mit einer voigegebenen spektralen 
Empfindlichkeitsverteilung (14), die ein Emp- 
findlichkeitsmaximum bei einer vorgegebenen 
Wellenlange Ao aufweist wobei der Strahlungs- 
detektor bevorzugt ein III-V-Halbleitermaterial 
enthalt und besonders bevorzugt mindestens einen 
Halbleiterchip (1) und mindestens einen dem 
Halbleiterchip nachgeordneten optischen Inlter 
umfasst, wobei der Halbleiterchip mindestens 
ein ni-V-Halbleitermaterial enthalt und der 
optische Filter Strahlung mit einer Wellenlange 
absorbiert, die grOBer als die Wellenlange Xq des 
Empfindlichkeitsmaximums ist. 
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